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１．概要（Summary） 

p 型伝導を示す酸化スズ（SnOx）薄膜のスパッタ成膜

条件の検討に基づき，金属-半導体接触を用いて異なる３

つの金属を用いたショットキーダイオードを試作した．熱

処理をしない未処理の素子においてはショットキーライク

な電流注入挙動が見られた一方で，Ar/H2 アニール下の

試料ではオーミック接触に特徴的な線形関係を示した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置 

 全自動スパッタ装置 

 ウエハ RTA装置 

【実験方法】 

所属機関でのホール測定の結果に基づき，p型伝導が

得られるようにスパッタ成膜条件を調整した SnOx 薄膜を

用いてショットキーダイオードを試作した．薄膜形成は

NIMS 微細加工 PF の全自動スパッタ装置を用いた．成

膜後の試料のアニール処理に対する特性変化を評価す

るため，成膜後未処理（as-depo）および Ar/H2(3%)中

550 ℃で 1 時間アニールを準備した．アニールは，

NIMS 微細加工 PF のウエハ RTA 装置を用いた．その

後，以下のフローに従い，NIMS 微細加工 PF の設備に

てダイオード構造を試作した． 

下部電極として，Au/Ti を Si 基板上に堆積させた後，

高速マスクレス露光装置を用いてパターン焼付けを行な

い、現像後の基板上に SnOxを 100 nmスパッタ成膜し，

リフトオフにてパターン成膜を行った．さらに同様のフォト

リソグラフィ工程を用いて SnOx薄膜上に金属電極を堆積

させダイオード構造とした．ダイオードの電流-電圧（I-V）

測定は，所属機関の半導体パラメータアナライザを用い

た． 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig. 1に金属電極としてAl，ZnおよびWを用いたダイ

オード構造の典型的な IV 特性を示す．As-depo 状態で

は，Alに比較して ZnおよびW電極の方が効果的なキャ

リア注入を示す結果となった．これは，単に仕事関数の違

いによるものではないと考えられ（仕事関数：Al = 4.1 eV，

Zn = 3.6 eV，W = 4.5 eV），金属-半導体界面での自己

酸化反応による影響と考えられる． 

 

Fig. 1 I-V characteristics of SnOx diode with Al, Zn, 

and W electrodes. The inset shows a schematic 

cross-sectional diagram of a fabricated structure. 
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